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Tehtava 1. 

Tehtava 2. 

Tehtava 3. 

Tehtava 4. 

MiHirittele lyhyesti seuraavat aihealueeseen liittyvat kasitteet (pelkka suomennos ei riita): a) 
forward recovery time, b) IGBT, c) proximity effect, d) ESR, e) penetration depth ja f) eddy 
current. 

Tarkastellaan kuvan 1 mukaista kytkentaa, jossa diodit VI ja V2 muodostavat eraan hakkurin 
toisiopuolen tasasuuntauksen, ja ovat fyysisesti sijoitettu samaan TO-220 koteloon. Kuvassa lb 
on esitetty diodin sijaiskytkenta. 

a) Laske diodipaketin johtavuustilan haviot, kun 
11-IIM8 :::: II_DC:::: 6A ja 12_ RMs 6.3A,12_ DC 4A seka 

molemmille diodeille rd 50mO ja UD 0.7V (4p) 

b) MiHirita ko. diodipaketin rajapintalampotila Tj , kun 
kotelon lampotila on 60°C ja RTH-jc 5 °CIW (2 p) b) 

Kuva 1 

100 ~F:n kondensaattorin sijaiskytkenta on esitetty 
kuvassa 2. Oletetaan, etta Rp » 11 jaX: . 

Kondensaattorin ESL (Ls) 15 nH ja haviOkerroin tan8 

= 0.2. 

a) Mika on kytkennan resonanssitaajuus? (2 p) 

Kuva2
b) Milla taajuusalueella ko. kondensaattori toimii kondensaattorina? (2p) 

c) Maarita ko. kondensaattorin ESR (Rs)' kun f 100 kHz. (2 p) 

Tehtavanasi on suunnitella diodin estotilaan 
kytkeytymisen aikana ilmenevan viirahtelyn viihentavii 
piiri (s.o. snubber) kiiyttiien satjaan kytkettya RC -piiriii 
kuvan 3 mukaisesti. Tiedetaan, etta ko. varahtelyn 
taajuus f =24 MHz ja se johtuu piirin haja­
induktansseista ja - kapasitansseista. Hajainduktanssin 
suuruudeksi on maaritetty 10 ~H. Kayta Raymond 
Rid1eyn kehiWimaa resonanssipiirin karakteriseen 

impedanssiin perustuvaa menetelmaa. Zo -JLI C 0)0 = 

a) Mitoita C, (2 p) 

b) Mitoita Rs (2 p) 
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Kuva3 

I/-J LC 

c) Mikii on alkuperaisen piirin hajakapasitanssin suuruus? (2 p) 

Tehtava 5. 
Kuvaile lyhyesti MOSFETin haviomekanismit (5 p). Miksi IGBT:lla ei voida viilWimattii 
korvata MOSFETia? (l p). 
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